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RESUMO

Neste trabalho estudou-se a evolug&o microestrutural do nitreto de aluminio (AIN) dopado com
diferentes teores de CaO. As amostras foram sinterizadas em um forno com resisténcia de tungsténio
entre 1650 e 1800 °C por 1 hora sob um fluxo de gas nitrogénio de ~2L.min.”". As superficies
fraturadas dos corpos sinterizados foram caracterizadas por imagens de elétrons secundarios em um
microscopio eletronico de varredura. A amostra de AIN puro apresentou baixa sinterabilidade quando
sinterizada sem press&do entre 1650 e 1800 °C. A adi¢do de CaO aumentou a sinterabilidade do AIN
na faixa de temperatura estudada. Embora as amostras com 2 e 4% de CaO apresentassem algumas
regibes mais densas do que a amostra com 0,5% de CaO, a presenga de poros grandes nas
amostras com 2 e 4% de CaO afetou a densificagdo do AIN em relag&o a amostra com 0,5% de CaO,
que apresentou poros pequenos (< 1um).
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INTRODUGAO

O nitreto de aluminio (AIN) vem chamando a atengdo do meio industrial e cientifico devido a
sua elevada condutividade térmica, além das propriedades elétricas, tais como elevada resisténcia a
ruptura dielétrica, baixas perdas de energia em alta freggénma elevada resistividade elétrica e baixo
coeficiente de expans&o térmico, préximo ao do silicio.? Este conjunto de propriedades torna o AIN
um forte candidato a substituir a alumina (ALO;) e o Oxido de berilio (BeO) na fabricagio de
substratos e de material de encapsulamento para circuitos integrados que geram elevada quantidade
de calor em operagso."

SLACK et al® propuseram e confirmaram experimentalmente que o valor teérico da
condutividade térm|ca do monocristal de AIN & 320 W/(mK), que & aproximadamente 80 % da do
cobre. SLACK® propds que os atomos de oxigénio entram em solugdo sélida na rede cristalina do
AIN ocupando as posi¢des dos atomos de nitrogénio, causando a formag&o de lacunas de aluminio.
Estas lacunas de aluminio seriam responsaveis pelo espalhamento de fonons, resultando na
diminuigdo da condutividade térmica. Além disso, os fOnons também podem ser espalhados por
defeitos de rede, segundas fases, poros e contornos de gréos. M

KOMEYA et al® testaram diversos compostos na sinterizagdo do AIN e observaram que a
adicdo de Oxidos de metais alcalinosterrosos e de terras raras possibilitou obter AIN totalmente
denso. A partir da analise microestrutural e da identificagdo das fases secundérias presentes nas
amostras sinterizadas, os autores concluiram que o processo pelo qual o AIN havia se densificado
era por sinterizagéo com fase liquida, pela formagao de aluminatos no sistema AIN-6xidos, que se
tornaram liquidos em altas temperaturas. Além de favorecer a densificagdo do AIN os aditivos s&o
usados também para capturar o oxigénio, para que este ndo permanega em solugio sélida na rede
cristalina do AIN, 0 que aumenta a condutividade térmica.®® Atualmente os aditivos mais usados para
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